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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ電圧を印加するデータラインと、
　スキャン電圧を印加するスキャンラインと、
　発光制御信号を印加する発光制御線と、
　第１電源電圧を供給する第１電源電圧部と、
　初期化電圧を供給する初期化電圧部と、
　有機電界発光素子に電流を供給する第１トランジスタと、
　前記スキャンラインに制御電極が接続され、前記第１トランジスタのソース電極と制御
電極とをダイオード接続させる第２トランジスタと、
　前記スキャンラインに制御電極が接続され、前記データラインにソース電極が接続され
、前記第１トランジスタのドレイン電極にドレイン電極が接続される第３トランジスタと
、
　一端が前記第１電源電圧部及び前記初期化電圧部に、他端が前記初期化電圧部に、それ
ぞれ電気的に接続される第１容量性素子と、
　前記第１容量性素子の前記一端にソース電極が電気的に接続され、前記初期化電圧部に
ドレイン電極が電気的に接続され、直前のラインの前記スキャンラインに制御電極が電気
的に接続される第４トランジスタと、
　前記第１電源電圧部にソース電極が接続され、前記第２トランジスタのソース電極にド
レイン電極が電気的に接続される第５トランジスタと、
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　前記第１トランジスタのドレイン電極にソース電極が電気的に接続され、前記有機電界
発光素子のアノード電極にドレイン電極が電気的に接続される第６トランジスタと、
　前記第３トランジスタの制御電極と第１トランジスタの制御電極とに電気的に接続され
る第２容量性素子と、
　を備え、
　前記第１トランジスタの制御電極は前記第１容量性素子の前記一端に接続され、前記第
１トランジスタのソース電極は前記第５トランジスタのドレイン電極に接続され、
　前記第１容量性素子の前記一端は、前記第４トランジスタを介して前記初期化電圧部に
、前記第２トランジスタおよび前記第５トランジスタを介して前記第１電源電圧部に電気
的に接続され、
　前記第５トランジスタの制御電極は前記第６トランジスタの制御電極と電気的に接続さ
れ、前記第６トランジスタの制御電極は前記発光制御線に接続され、
　前記第１容量性素子のいずれか一方の電極は、非晶質シリコンを結晶化した真性多結晶
半導体からなることを特徴とする、有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記第１トランジスタは、駆動トランジスタであることを特徴とする、請求項１に記載
の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記第１トランジスタは、Ｐチャンネルタイプのトランジスタであることを特徴とする
、請求項１または２に記載の有機発光表示装置。
【請求項４】
　前記第５トランジスタは、制御電極が前記発光制御線に接続されており、前記発光制御
線の信号に応答して、前記第１電源電圧を前記第１トランジスタのソース電極に印加する
ことを特徴とする、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記第３トランジスタは、スイッチングトランジスタであり、前記スキャン電圧に応答
して前記データ電圧を前記第１トランジスタのドレイン電極に伝達することを特徴とする
、請求項４に記載の有機発光表示装置。
【請求項６】
　前記第２トランジスタは、前記スキャン電圧に応答して導通し、前記第１トランジスタ
をダイオード接続させることを特徴とする、請求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項７】
　前記第４トランジスタは、前記スキャン電圧が制御電極に印加され、前記スキャン電圧
に応答して、前記初期化電圧を前記第１容量性素子に印加することを特徴とする、請求項
６に記載の有機発光表示装置。
【請求項８】
　真性半導体からなる前記第１容量性素子のソース電極またはドレイン電極は、エキシマ
レーザーアニーリング法によって結晶化された多結晶半導体であることを特徴とする、請
求項３～７のいずれか１項に記載の有機発光表示装置。
【請求項９】
　真性半導体からなる前記第１容量性素子のソース電極またはドレイン電極は、固相結晶
化法によって結晶化された多結晶半導体であることを特徴とする、請求項３～７のいずれ
か１項に記載の有機発光表示装置。
【請求項１０】
　真性半導体からなる前記第１容量性素子のソース電極またはドレイン電極は、金属誘導
結晶化法によって結晶化された多結晶半導体であることを特徴とする、請求項３～７のい
ずれか１項に記載の有機発光表示装置。
【請求項１１】
　真性半導体からなる前記第１容量性素子のソース電極またはドレイン電極は、金属誘導
の側面結晶化法によって結晶化された多結晶半導体であることを特徴とする、請求項３～
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７のいずれか１項に記載の有機発光表示装置。
【請求項１２】
　真性半導体からなる前記第１容量性素子のソース電極またはドレイン電極は、金属媒介
結晶化法によって結晶化された多結晶半導体であることを特徴とする、請求項３～７のい
ずれか１項に記載の有機発光表示装置。
【請求項１３】
　データ電圧を印加するデータラインと、
　スキャン電圧を印加するスキャンラインと、
　発光制御信号を印加する発光制御線と、
　第１電源電圧を供給する第１電源電圧部と、
　初期化電圧を供給する初期化電圧部と、
　有機電界発光素子に電流を供給する第１トランジスタと、
　前記スキャンラインに制御電極が接続され、前記第１トランジスタのソース電極と制御
電極とをダイオード接続させる第２トランジスタと、
　前記スキャンラインに制御電極が接続され、前記データラインにソース電極が接続され
、前記第１トランジスタのドレイン電極にドレイン電極が接続される第３トランジスタと
、
　一端が前記第１電源電圧部及び前記初期化電圧部に、他端が前記初期化電圧部に、それ
ぞれ電気的に接続される第１容量性素子と、
　前記第１容量性素子の前記一端にソース電極が電気的に接続され、前記初期化電圧部に
ドレイン電極が電気的に接続され、直前のラインの前記スキャンラインに制御電極が電気
的に接続される第４トランジスタと、
　前記第１電源電圧部にソース電極が接続され、前記第２トランジスタのソース電極にド
レイン電極が電気的に接続される第５トランジスタと、
　前記第１トランジスタのドレイン電極にソース電極が電気的に接続され、前記有機電界
発光素子のアノード電極にドレイン電極が電気的に接続される第６トランジスタと、
　前記第３トランジスタの制御電極と第１トランジスタの制御電極とに電気的に接続され
る第２容量性素子と、
　を備え、
　前記第１トランジスタの制御電極は前記第１容量性素子の前記一端に接続され、前記第
１トランジスタのソース電極は前記第５トランジスタのドレイン電極に接続され、
　前記第１容量性素子の前記一端は、前記第４トランジスタを介して前記初期化電圧部に
、前記第２トランジスタおよび前記第５トランジスタを介して前記第１電源電圧部に電気
的に接続され、
　前記第５トランジスタの制御電極は前記第６トランジスタの制御電極と電気的に接続さ
れ、前記第６トランジスタの制御電極は前記発光制御線に接続され、
　前記第１容量性素子のいずれか一方の電極は、非晶質シリコンを結晶化した真性多結晶
半導体であり、下部基板と上部封止基板との間は、弾性材質のシーラントによって密封さ
れることを特徴とする、有機発光表示装置。
【請求項１４】
　前記第１トランジスタは、駆動トランジスタであり、Ｐチャンネルタイプのトランジス
タであることを特徴とする、請求項１３に記載の有機発光表示装置。
【請求項１５】
　前記第５トランジスタは、前記発光制御線に制御電極が接続されており、前記発光制御
線の信号に応答して、前記第１電源電圧を前記第１トランジスタのソース電極に印加する
ことを特徴とする、請求項１３に記載の有機発光表示装置。
【請求項１６】
　前記第３トランジスタは、スイッチングトランジスタであり、前記スキャン電圧に応答
して前記データ電圧を前記第１トランジスタのドレイン電極に伝達することを特徴とする
、請求項１５に記載の有機発光表示装置。
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【請求項１７】
　前記第２トランジスタは、前記スキャン電圧に応答して導通し、前記第１トランジスタ
をダイオード接続させることを特徴とする、請求項１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項１８】
　前記第４トランジスタは、前記スキャン電圧が制御電極に印加され、前記スキャン電圧
に応答して、前記初期化電圧を前記第１容量性素子に印加することを特徴とする、請求項
１７に記載の有機発光表示装置。
【請求項１９】
　データ電圧を印加するデータラインと、
　スキャン電圧を印加するスキャンラインと、
　発光制御信号を印加する発光制御線と、
　第１電源電圧を供給する第１電源電圧部と、
　初期化電圧を供給する初期化電圧部と、
　有機電界発光素子に電流を供給する第１トランジスタと、
　前記スキャンラインに制御電極が接続され、前記第１トランジスタのソース電極と制御
電極とをダイオード接続させる第２トランジスタと、
　前記スキャンラインに制御電極が接続され、前記データラインにソース電極が接続され
、前記第１トランジスタのドレイン電極にドレイン電極が接続される第３トランジスタと
、
　一端が前記第１電源電圧部及び前記初期化電圧部に、他端が前記初期化電圧部に、それ
ぞれ電気的に接続される第１容量性素子と、
　前記第１容量性素子の前記一端にソース電極が電気的に接続され、前記初期化電圧部に
ドレイン電極が電気的に接続され、直前のラインの前記スキャンラインに制御電極が電気
的に接続される第４トランジスタと、
　前記第１電源電圧部にソース電極が接続され、前記第２トランジスタのソース電極にド
レイン電極が電気的に接続される第５トランジスタと、
　前記第１トランジスタのドレイン電極にソース電極が電気的に接続され、前記有機電界
発光素子のアノード電極にドレイン電極が電気的に接続される第６トランジスタと、
　前記第３トランジスタの制御電極と第１トランジスタの制御電極とに電気的に接続され
る第２容量性素子と、
　を備え、
　前記第１トランジスタの制御電極は前記第１容量性素子の前記一端に接続され、前記第
１トランジスタのソース電極は前記第５トランジスタのドレイン電極に接続され、
　前記第１容量性素子の前記一端は、前記第４トランジスタを介して前記初期化電圧部に
、前記第２トランジスタおよび前記第５トランジスタを介して前記第１電源電圧部に電気
的に接続され、
　前記第５トランジスタの制御電極は前記第６トランジスタの制御電極と電気的に接続さ
れ、前記第６トランジスタの制御電極は前記発光制御線に接続され、
　前記第１容量性素子のいずれか一方の電極は、非晶質シリコンを結晶化した真性多結晶
半導体であり、下部基板と上部封止基板との間は、シリコン酸化物を含有するフリットに
よって密封されることを特徴とする、有機発光表示装置。
【請求項２０】
　前記第１トランジスタは駆動トランジスタであり、Ｐチャンネルタイプのトランジスタ
であることを特徴とする、請求項１９に記載の有機発光表示装置。
【請求項２１】
　前記第５トランジスタは、前記発光制御線に制御電極が接続されており、前記発光制御
線の信号に応答して、前記第１電源電圧を前記第１トランジスタのソース電極に印加する
ことを特徴とする、請求項１９に記載の有機発光表示装置。
【請求項２２】
　前記第３トランジスタは、スイッチングトランジスタであり、前記スキャン電圧に応答
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して前記データ電圧を前記第１トランジスタのドレイン電極に伝達することを特徴とする
、請求項２１に記載の有機発光表示装置。
【請求項２３】
　前記第２トランジスタは、前記スキャン電圧に応答して導通し、前記第１トランジスタ
をダイオード接続させることを特徴とする、請求項２２に記載の有機発光表示装置。
【請求項２４】
　前記第４トランジスタは、前記スキャン電圧が制御電極に印加され、前記スキャン電圧
に応答して、前記初期化電圧部の電圧を前記第１容量性素子に印加することを特徴とする
、請求項２３に記載の有機発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機電界発光素子、トランジスタ、及び容量性素子からなる画素回路を有す
る、有機発光表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、電子産業の発達と情報量の増加によって、大画面ディスプレイ素子の研究開発が
活発に進行されており、電力消耗が少なくて大画面の実現が可能なＬＣＤ、ＰＤＰまたは
有機電界発光表示装置などの平板ディスプレイが開発されている。特に、多くのディスプ
レイ素子のうち、超薄型化が可能であり、色再現能力に優れた平板表示装置として、有機
電界発光表示素子（以下、有機電界発光素子という）を用いたディスプレイ装置が注目を
浴びている。
【０００３】
　このような有機電界発光装置は、ＬＣＤのような液晶表示装置に比べて応答速度が早く
、自己発光形態であるため輝度に優れ、構造が簡単であって生産が容易であり、軽量薄形
の長所を持っていて、バックライト、携帯用端末機、自動航法システム、ノートパソコン
、大型ＴＶなど、多様な分野に用いることができる。
【０００４】
　図１は、従来の有機発光表示装置の画素回路である。図１に示すように、従来の有機発
光表示装置の画素回路は、有機電界発光素子ＯＬＥＤ、スイッチングトランジスタＳ１、
ダイオード接続トランジスタＳ２、駆動トランジスタＳ３及び２つの容量性素子（第１キ
ャパシタＣ１、第２キャパシタＣ２）を有している。ここで、スイッチングトランジスタ
Ｓ１はＮ型トランジスタになっており、ダイオード接続トランジスタＳ２はＮ型トランジ
スタになっており、駆動トランジスタＳ３はＰ型トランジスタで構成されるが、ゲートラ
インに印加されるゲート信号に応じて、導電型は反対でもよい。
【０００５】
　図１のようなスレッショルド電圧補償手段を備えた従来の画素回路の動作を調べれば次
の通りである。まず、スキャンラインＧＬ１に選択信号を印加することによって、スイッ
チングトランジスタＳ１が導通すれば、ノードＡ１にデータ電圧Ｖｄａｔａが印加される
。
【０００６】
　次に、スイッチングトランジスタＳ１が導通した状態で、第２ゲートラインＧＬ２の第
２ゲートライン信号によって、ダイオード接続トランジスタＳ２が導通すれば、駆動トラ
ンジスタＳ３はゲートとドレインとが接続されて、ダイオード型トランジスタになる。そ
うすれば、第１電源電圧ＶＤＤと第２電源電圧ＶＳＳとの間の電流経路には、２個のダイ
オード（有機電界発光素子ＯＬＥＤ及び駆動トランジスタＳ３）が電気的に接続され、ノ
ードＡ２の電圧は、第１電源電圧に駆動トランジスタＳ３のスレッショルド電圧（Ｖｔｈ
：極性付き）を加えた電圧（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）になる。
【０００７】
　この時、この電圧は駆動トランジスタＳ３のゲート端子に同時に印加され、第１キャパ
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シタＣ１の一端に印加されるようになる。次に、第２ゲートラインＧＬ２の第２ゲートラ
イン信号によってダイオード接続トランジスタＳ２が遮断され、データ電圧Ｖｄａｔａを
第１キャパシタＣ１の他端に印加するようになる。
【０００８】
　この時、第１キャパシタＣ１には、補償段階でスレッショルド電圧が充電されているの
で、駆動トランジスタＳ３のサチュレーション時間に到達する時間が短縮する。駆動トラ
ンジスタＳ３が動作すれば、データ信号ｄａｔａに対応して、駆動トランジスタＳ３を通
じて、有機電界発光素子ＯＬＥＤに電流が流れて発光が行われる。
【０００９】
　この時、第１キャパシタＣ１の両端に印加される電圧は、ノードＡ１を基準正極として
見る時、電圧（Ｖｄａｔａ－ＶＤＤ－Ｖｔｈ）になり、第２キャパシタＣ２の両端に印加
される電圧は、第１電源電圧ＶＤＤの電源ラインを基準正極として見る時、電圧（ＶＤＤ
－Ｖｄａｔａ）になって、結果的に駆動トランジスタＳ３のゲートとソース電極との間に
印加される電圧Ｖｇｓは、第１キャパシタＣ１と第２キャパシタＣ２との電圧が直列接続
されて発生する電圧になる。この時、有機電界発光素子に供給される電流と電圧Ｖｇｓと
の関係は以下の数式１の通りである。
【００１０】
【数１】

【００１１】
　図２～図５は、従来の有機発光表示装置において、Ｐ型駆動トランジスタ（駆動トラン
ジスタＳ３）、及びキャパシタ（第１キャパシタＣ１または第２キャパシタＣ２）を形成
する工程を説明する工程断面図である。
【００１２】
　まず、図２に示すように、支持基板１上にバッファ層２を形成する。バッファ層２は、
シリコン酸化膜（ＳｉＯ２）或いはシリコン窒化膜（ＳｉＮｘ）として形成されてもよく
、シリコン酸化膜とシリコン窒化膜の２重層（ＳｉＯ２／ＳｉＮｘ）であってもよい。バ
ッファ層２は、支持基板１上に流入できる酸素（Ｏ２）、水素（Ｈ２）、水分（Ｈ２Ｏ）
を阻止する機能をする。次に、非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）膜を形成し、高性能化するた
めに更に多結晶化させてポリシリコン層３を形成する。
【００１３】
　次に、ポリシリコン層３上にゲート絶縁膜４を形成し、ゲート絶縁膜４はＰ型駆動トラ
ンジスタのポリシリコン層３とゲート電極との間に介される。この時、キャパシタはＰ型
駆動トランジスタと同一な工程で形成される。
【００１４】
　図３では、図２の構造で形成されたゲート絶縁膜４上でＰ型駆動トランジスタ上にフォ
トレジスト層５を形成する。次に、Ｎ型不純物を基板全面にドーピングするが、この時Ｐ
型駆動トランジスタにおいては、フォトレジスト層５がマスクの役割をして、選択的にキ
ャパシタにだけＮ型不純物がドーピングされる。
【００１５】
　図４は、ゲート電極６を形成する工程について示された断面図である。ゲート電極６が
形成された後に、ＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）工程を追加して実施す
れば、ゲート電極６がマスクの役割を果たし、半導体素子のリーク電流を遮断して、より
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速い応答速度を有する素子を完成できる。
【００１６】
　図５は、ＬＤＤ工程後に実施されるＰ型不純物ドーピング工程について示された断面図
である。この時、キャパシタ上にフォトレジスト層７を形成し、Ｐ型不純物をドーピング
すると、駆動トランジスタはＰ型駆動トランジスタになり、キャパシタはフォトレジスト
層７がマスクの役割を果たしてＮ型ドーピング素子（Ｎ型キャパシタ）として残る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかし、従来のＮ型キャパシタを使う回路は、Ｎ型不純物ドーピング工程とＰ型不純物
ドーピング工程と両方を使うＣＭＯＳ工程を採択しなければならないので、追加工程及び
マスク形成工程が必要になって、コスト上昇及び工程時間増加を招く問題点があった。
【００１８】
　そこで、本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは
、有機発光表示装置のキャパシタを形成する工程をできるだけ削減し、工程時間の短縮、
及びコスト低減が可能な、有機発光表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、データ電圧を印加するデータ
ラインと、スキャン電圧を印加するスキャンラインと、第１電源電圧を供給する第１電源
電圧部と、第２電源電圧を供給する第２電源電圧部と、初期化電圧を供給する初期化電圧
部と、有機電界発光素子に電流を供給する第１トランジスタと、第１トランジスタをダイ
オード接続させる第２トランジスタと、データラインに第１電極が接続され、第１トラン
ジスタの第２電極に第２電極が接続される第３トランジスタと、第１電源電圧部と初期化
電圧部とに電気的に接続される第１容量性素子と、第１容量性素子に第１電極が電気的に
接続され、初期化電圧部に第２電極が電気的に接続される第４トランジスタと、第１電源
電圧部に第１電極が接続され、第２トランジスタの第１電極に第２電極が電気的に接続さ
れる第５トランジスタと、第１トランジスタの第２電極に第１電極が電気的に接続され、
有機電界発光素子の第１電極に第２電極が電気的に接続される第６トランジスタと、第３
トランジスタの制御電極と第１トランジスタの制御電極とに電気的に接続される第２容量
性素子と、を備え、第１容量性素子の第１電極または第２電極は、真性半導体からなるこ
とを特徴とする、有機発光表示装置が提供される。
【００２０】
　従来の容量性素子はトランジスタ（Ｐ型）と同一な工程で形成され、トランジスタ領域
をマスクして、容量性素子領域だけにＮ型不純物がドーピングされてＮ型の容量性素子と
して形成されるが、本願発明の第１容量性素子の一方の電極（第１電極または第２電極を
）を真性半導体（真性多結晶半導体層）で形成することにより、Ｎ型不純物を選択的にド
ーピングするための、マスク工程及びドーピング工程を削除することができるので、有機
発光表示装置の画素回路の製造工程時間の短縮、及びコスト低減を可能とすることができ
る。
【００２１】
　ここで、第１トランジスタは、駆動トランジスタであることができ、ゲートとソースと
の間に印加された電圧を電流に変換することができる。また、第１トランジスタは、Ｐチ
ャンネルタイプのトランジスタであることができる。この場合、第１トランジスタのＰ型
半導体層の不純物は、Ｓｂ、Ｐ、Ａｓであることができる。
【００２２】
　また、第６トランジスタの制御電極に電気的に接続される発光制御線をさらに備えるこ
とができる。第６トランジスタは、発光制御線に印加される発光制御信号に応じて、第１
トランジスタから出力される電流を有機電界発光素子に選択的に遮断することができる。
【００２３】
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　第５トランジスタは、制御電極が発光制御線に接続されており、発光制御線の信号に応
答して、第１電源電圧を第１トランジスタの第１電極に印加することができる。また、第
３トランジスタは、スイッチングトランジスタであり、スキャン電圧に応答してデータ電
圧を前記第１トランジスタの第２電極に伝達することができる。
【００２４】
　第２トランジスタは、スキャン電圧に応答して導通し、第１トランジスタをダイオード
接続させることができる。第４トランジスタは、スキャン電圧が制御電極に印加され、ス
キャン電圧に応答して、初期化電圧を第１容量性素子に印加することができる。
【００２５】
　真性半導体からなる第１容量性素子の第１電極または第２電極は、エキシマレーザーア
ニーリング法（ＥＬＡ法）によって結晶化された多結晶半導体であることができる。ＥＬ
Ａ法はエキシマレーザーを非晶質シリコン上に照射して結晶化する方法であり、工程が簡
単であり、これによって形成される真性多結晶半導体層は、電流移動度が優れている。
【００２６】
　真性半導体からなる第１容量性素子の第１電極または第２電極は、固相結晶化法（ＳＰ
Ｃ法）によって結晶化された多結晶半導体であることができる。ＳＰＣ法は非晶質シリコ
ンを高温でアニーリング処理して、真性多結晶半導体層を形成するものであり、工程が単
純であり、ＥＬＡ法より高い電子移動度を有する真性多結晶半導体層を得ることができる
。
【００２７】
　真性半導体からなる第１容量性素子の第１電極または第２電極は、金属誘導結晶化法（
ＭＩＣ法）によって結晶化された多結晶半導体であることができる。ＭＩＣ法は非晶質シ
リコンに金属触媒をスパッタやスピンコーティングの方法で塗布して、相対的に低い温度
でアニーリング処理することによって結晶化を誘導する方法である。
【００２８】
　真性半導体からなる第１容量性素子の第１電極または第２電極は、金属誘導の側面結晶
化法（ＭＩＬＣ法）によって結晶化された多結晶半導体であることができる。ＭＩＬＣ法
はソース及びドレイン領域に金属触媒を蒸着して金属誘導結晶化を誘導し、これをシード
にして、ゲート下部の活性化領域で側面成長する方法である。
【００２９】
　真性半導体からなる第１容量性素子の第１電極または第２電極は、金属媒介結晶化法（
ＭＩＣＣ法）によって結晶化された多結晶半導体であることができる。ＭＩＣＣ法は非晶
質シリコンと金属触媒との間に無機質のキャップレイヤを形成して、半導体層に浸透する
金属触媒の大きさを制限する方法であり、金属触媒による汚染を減らし、均一な大きさを
有する結晶粒からなった真性多結晶半導体層を製作することができる。
【００３０】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、データ電圧を印加するデータ
ラインと、スキャン電圧を印加するスキャンラインと、第１電源電圧を供給する第１電源
電圧部と、第２電源電圧を供給する第２電源電圧部と、初期化電圧を供給する初期化電圧
部と、有機電界発光素子に電流を供給する第１トランジスタと、第１トランジスタをダイ
オード接続させる第２トランジスタと、データラインに第１電極が接続され、第１トラン
ジスタの第２電極に第２電極が接続される第３トランジスタと、第１電源電圧部と初期化
電圧部とに電気的に接続される第１容量性素子と、第１容量性素子に第１電極が電気的に
接続され、初期化電圧部に第２電極が電気的に接続される第４トランジスタと、第１電源
電圧部に第１電極が接続され、第２トランジスタの第１電極に第２電極が電気的に接続さ
れる第５トランジスタと、第１トランジスタの第２電極に第１電極が電気的に接続され、
有機電界発光素子の第１電極に第２電極が電気的に接続される第６トランジスタと、第３
トランジスタの制御電極と第１トランジスタの制御電極とに電気的に接続される第２容量
性素子と、を備え、第１容量性素子の第１電極または第２電極は真性半導体であり、下部
基板と上部封止基板との間は、弾性材質のシーラントによって密封されることを特徴とす
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る、有機発光表示装置が提供される。
【００３１】
　従来の容量性素子はトランジスタ（Ｐ型）と同一な工程で形成され、トランジスタ領域
をマスクして、容量性素子領域だけにＮ型不純物がドーピングされてＮ型の容量性素子と
して形成されるが、本願発明の第１容量性素子の一方の電極（第１電極または第２電極を
）を真性半導体（真性多結晶半導体層）で形成することにより、Ｎ型不純物を選択的にド
ーピングするための、マスク工程及び工程を削除することができるので、有機発光表示装
置の画素回路の製造工程時間の短縮、及びコスト低減を可能とすることができる。また、
下部基板と上部封止基板との間をシーラントで密封することにより、外部から流入される
水分と酸素とによって、特性が劣化するのを防止することができる。
【００３２】
　ここで、第１トランジスタは、駆動トランジスタであることができ、ゲートとソースと
の間に印加された電圧を電流に変換することができる。また、第１トランジスタは、Ｐチ
ャンネルタイプのトランジスタであることができる。この場合、第１トランジスタのＰ型
半導体層の不純物は、Ｓｂ、Ｐ、Ａｓであることができる。
【００３３】
　第６トランジスタの制御電極に電気的に接続される発光制御線をさらに備えることがで
きる。第６トランジスタは、発光制御線に印加される発光制御信号に応じて、第１トラン
ジスタから出力される電流を有機電界発光素子に選択的に遮断することができる。
【００３４】
　第５トランジスタは、制御電極が発光制御線に接続されており、発光制御線の信号に応
答して、第１電源電圧を第１トランジスタの第１電極に印加することができる。また、第
３トランジスタは、スイッチングトランジスタであり、スキャン電圧に応答してデータ電
圧を前記第１トランジスタの第２電極に伝達することができる。
【００３５】
　第２トランジスタは、スキャン電圧に応答して導通し、第１トランジスタをダイオード
接続させることができる。第４トランジスタは、スキャン電圧が制御電極に印加され、ス
キャン電圧に応答して、初期化電圧を第１容量性素子に印加することができる。
【００３６】
　上記課題を解決するために、本発明のさらに別の観点によれば、データ電圧を印加する
データラインと、スキャン電圧を印加するスキャンラインと、第１電源電圧を供給する第
１電源電圧部と、第２電源電圧を供給する第２電源電圧部と、初期化電圧を供給する初期
化電圧部と、有機電界発光素子に電流を供給する第１トランジスタと、第１トランジスタ
をダイオード接続させる第２トランジスタと、データラインに第１電極が接続され、第１
トランジスタの第２電極に第２電極が接続される第３トランジスタと、第１電源電圧部と
初期化電圧部に電気的に接続される第１容量性素子と、第１容量性素子に第１電極が電気
的に接続され、初期化電圧部に第２電極が電気的に接続される第４トランジスタと、第１
電源電圧部に第１電極が接続され、第２トランジスタの第１電極に第２電極が電気的に接
続される第５トランジスタと、第１トランジスタの第２電極に第１電極が電気的に接続さ
れ、有機電界発光素子の第１電極に第２電極が電気的に接続される第６トランジスタと、
第３トランジスタの制御電極と第１トランジスタの制御電極とに電気的に接続される第２
容量性素子と、を備え、第１容量性素子の第１電極または第２電極は真性半導体であり、
下部基板と上部封止基板との間は、シリコン酸化物を含有するフリットによって密封され
ることを特徴とする、有機発光表示装置が提供される。
【００３７】
　従来の容量性素子はトランジスタ（Ｐ型）と同一な工程で形成され、トランジスタ領域
をマスクして、容量性素子領域だけにＮ型不純物がドーピングされてＮ型の容量性素子と
して形成されるが、本願発明の第１容量性素子の一方の電極（第１電極または第２電極を
）を真性半導体（真性多結晶半導体層）で形成することにより、Ｎ型不純物を選択的にド
ーピングするための、マスク工程及び工程を削除することができるので、有機発光表示装
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置の画素回路の製造工程時間の短縮、及びコスト低減を可能とすることができる。下部基
板と上部封止基板との間をフリットで密封することにより、外部から流入される水分と酸
素とによって、特性が劣化するのを防止することができる。
【００３８】
　ここで、第１トランジスタは、駆動トランジスタであることができ、ゲートとソースと
の間に印加された電圧を電流に変換することができる。また、第１トランジスタは、Ｐチ
ャンネルタイプのトランジスタであることができる。この場合、第１トランジスタのＰ型
半導体層の不純物は、Ｓｂ、Ｐ、Ａｓであることができる。
【００３９】
　第６トランジスタの制御電極に電気的に接続される発光制御線をさらに備えることがで
きる。第６トランジスタは、発光制御線に印加される発光制御信号に応じて、第１トラン
ジスタから出力される電流を有機電界発光素子に選択的に遮断することができる。
【００４０】
　第５トランジスタは、制御電極が発光制御線に接続されており、発光制御線の信号に応
答して、第１電源電圧を第１トランジスタの第１電極に印加することができる。また、第
３トランジスタは、スイッチングトランジスタであり、スキャン電圧に応答してデータ電
圧を前記第１トランジスタの第２電極に伝達することができる。
【００４１】
　第２トランジスタは、スキャン電圧に応答して導通し、第１トランジスタをダイオード
接続させることができる。第４トランジスタは、スキャン電圧が制御電極に印加され、ス
キャン電圧に応答して、初期化電圧を第１容量性素子に印加することができる。
【発明の効果】
【００４２】
　以上詳述したように本発明によれば、有機発光表示装置の画素回路において、容量性素
子（キャパシタ）の片側電極に真性半導体を採用した構造とすることにより、従来のＮ型
不純物を選択的にドーピングするための、マスク工程及びドーピング工程が不要になるた
め、製造時間の短縮、及び製造原価の節減ができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００４４】
　また、明細書全体で、ある部分が他の部分と接続されているとする時、これは直接的に
接続されている場合だけでなく、その中間に他の素子を間において電気的に接続されてい
る場合も含むこととする。
【００４５】
　以下、添付した図面を参照して、本実施の形態を詳細に説明する。図６は、本実施の形
態による有機発光表示装置の画素回路を示す図面である。図６に示すように、本実施の形
態による有機発光表示装置の画素回路は、データ信号を印加するデータラインＤＡＴＡ（
ｍ）、及びデータラインＤＡＴＡ（ｍ）と交差して形成され、走査信号を印加するスキャ
ンラインＳＣＡＮ（ｎ）に接続されている。
【００４６】
　画素回路はスキャンラインＳＣＡＮ（ｎ）にゲート電極（制御電極）が電気的に接続さ
れる第３トランジスタＴ３を備え、第３トランジスタＴ３のソース電極（第１電極）はデ
ータラインＤＡＴＡ（ｍ）と電気的に接続され、ドレイン電極（第２電極）は第１トラン
ジスタＴ１のドレイン電極（第２電極）と電気的に接続される。第１トランジスタＴ１は
、ゲート電極（制御電極）が第２容量性素子Ｃ１２の一端と電気的に接続され、第２容量
性素子Ｃ１２の他端は第３トランジスタＴ３のゲート電極とスキャンラインＳＣＡＮ（ｎ
）とに電気的に接続される。
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【００４７】
　第１トランジスタＴ１のソース電極（第１電極）は、第２トランジスタＴ２のドレイン
電極と電気的に接続され、第５トランジスタＴ５のドレイン電極（第２電極）にも電気的
に接続される。第２トランジスタＴ２のゲート電極は、スキャンラインＳＣＡＮ（ｎ）と
電気的に接続される。第５トランジスタＴ５のソース電極（第１電極）は、第１電源電圧
部ＥＬＶＤＤと電気的に接続され、ゲート電極（制御電極）は第６トランジスタＴ６のゲ
ート電極（制御電極）と電気的に接続される。
【００４８】
　また、第６トランジスタＴ６は、第１トランジスタＴ１と有機電界発光素子ＯＬＥＤの
アノード電極（第１電極）との間に位置し、第６トランジスタＴ６のゲート電極は発光制
御ラインＥＭ（ｎ）に電気的に接続されている。有機電界発光素子ＯＬＥＤのカソード電
極は、第２電源電圧部ＥＬＶＳＳに接続されている。第１トランジスタＴ１のゲート電極
は、第４トランジスタＴ４のソース電極（第１電極）に電気的に接続され、第１容量性素
子Ｃｓｔの一端とも電気的に接続され、第１容量性素子Ｃｓｔの他端電極は、初期化電圧
Ｖｉｎｉｔライン（初期化電圧部）と電気的に接続される。
【００４９】
　また第４トランジスタＴ４のドレイン電極（第２電極）は、初期化電圧Ｖｉｎｉｔライ
ンと電気的に接続され、第４トランジスタＴ４のゲート電極（制御電極）は、直前スキャ
ンラインＳＣＡＮ（ｎ－１）と電気的に接続される。
【００５０】
　第１トランジスタＴ１は、ゲートとソースとの間に印加された電圧を電流に変換する駆
動トランジスタであり、第２トランジスタＴ２は、第１トランジスタＴ１をダイオード接
続させるダイオード接続トランジスタである。また、第３トランジスタＴ３は、スキャン
ラインＳＣＡＮ（ｎ）に印加されるスキャン信号に応じてデータラインに印加されるデー
タ電圧を第１トランジスタＴ１に印加するスイッチングトランジスタである。
【００５１】
　第４トランジスタＴ４は、初期化ラインに印加される初期化電圧Ｖｉｎｉｔを第１容量
性素子Ｃｓｔに印加するスイッチングトランジスタであり、第５トランジスタＴ５は、第
１電源電圧部ＥＬＶＤＤを第１トランジスタＴ１のソース電極に印加するスイッチングト
ランジスタである。また第６トランジスタＴ６は、発光制御ラインＥＭ（ｎ）に印加され
る発光制御信号に応じて、第１トランジスタＴ１から出力される電流を有機電界発光素子
ＯＬＥＤに選択的に遮断するスイッチングトランジスタである。
【００５２】
　また、第２容量性素子Ｃ１２は、第１トランジスタＴ１のスレッショルド電圧を保持し
て、第１トランジスタＴ１のスレッショルド電圧による偏差を補償するキャパシタである
。第１容量性素子Ｃｓｔは、第１トランジスタＴ１のゲート電極とソース電極との間に印
加されたデータ電圧の降下を防止する役割を遂行する。
【００５３】
　図７は、本実施の形態による画素回路における第１容量性素子Ｃｓｔを示した図面であ
る。図７に示すように第１容量性素子Ｃｓｔの一端の電極（第１電極または第２電極）は
、真性多結晶半導体層（真性半導体）であり、他端の電極（第２電極または第１電極）は
他のトランジスタのゲート電極と同様なゲート電極で形成されている。
【００５４】
　図８に示すように、真性多結晶半導体層を一端の電極として使うキャパシタを用いた有
機発光表示装置の画素回路の駆動領域を調べると、駆動電圧範囲が－３Ｖ～－６Ｖである
ことが分かる。つまり、駆動電圧に対するキャパシタの容量の特性のうち、キャパシタン
スが一定した領域で、有機発光表示装置のピクセル回路（画素回路）を駆動させることに
よって、真性多結晶半導体を用いた容量性素子の使用が可能になる。
【００５５】
　図８において、グラフａは、キャパシタに印加される交流電圧の周波数が１００Ｈｚで
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ある場合であり、グラフｂは１００ＫＨｚの場合を示したものである。図８に示すように
キャパシタに入力される交流電圧の周波数範囲が１００Ｈｚ～１００ＫＨｚの間であれば
、－３Ｖ～－６Ｖの間にほぼ一定したキャパシタンスを有することができる。
【００５６】
　真性多結晶半導体層は、非晶質シリコンをレーザーアニーリング工程、固相結晶化工程
或いは触媒金属結晶化工程（ＭＩＣ）等によって、ポリシリコン（Ｐｏｌｙ－Ｓｉ）層で
結晶化して得られる。
【００５７】
　このように、本実施の形態による画素回路は、真性多結晶半導体層を一電極として有す
るキャパシタを用いることにより、従来のキャパシタにおけるＮ型半導体層を得るための
Ｎ型不純物を選択的にドーピングするためのマスク工程及びドーピング工程を削除するこ
とができるので、画素回路の製造工程を減らすことができる。以下、真性多結晶半導体層
を形成する方法について説明する。
【００５８】
　本実施の形態における真性多結晶半導体層は、エキシマレーザーアニーリング（ＥＬＡ
）法、固相結晶化（ＳＰＣ）法、金属誘導結晶化（ＭＩＣ）法、金属誘導側面結晶化（Ｍ
ＩＬＣ）法、及び金属媒介結晶化（ＭＩＣＣ）法のうちの何れか一方法によって形成でき
る。
【００５９】
　図９は、ＥＬＡ法による真性多結晶半導体層２０の形成方法を示す概略説明図である。
図９に示すように、ＥＬＡ法はエキシマレーザーを非晶質シリコン１０上に照射して結晶
化する方法である。このようなＥＬＡ法は、工程が簡単であり、これによって形成される
真性多結晶半導体層２０は、電流移動度が優れている長所がある。
【００６０】
　図１０は、ＳＰＣ法による真性多結晶半導体層２０の形成方法を示す概略説明図である
。図１０に示すように、ＳＰＣ法は非晶質シリコン１０を高温でアニーリング処理して、
真性多結晶半導体層２０を形成する。このようなＳＰＣ法は、工程が単純であり、ＥＬＡ
法より高い電子移動度を有する真性多結晶半導体層２０を得ることができる長所がある。
【００６１】
　図１１は、ＭＩＣ法による真性多結晶半導体層２０の形成方法を示す概略説明図である
。図１１に示すように、ＭＩＣ法は非晶質シリコン１０に金属触媒３０をスパッタやスピ
ンコーティングの方法で塗布して、相対的に低い温度でアニーリング処理することによっ
て結晶化を誘導する方法である。この時、金属触媒はＮｉ、Ｐｄ、Ｃｏなどになることが
できる。
【００６２】
　図１２は、ＭＩＬＣ法による真性多結晶半導体層２０の形成方法を示す概略説明図であ
る。図１２に示すように、ＭＩＬＣ法はソース及びドレイン領域に金属触媒３０を蒸着し
て金属誘導結晶化を誘導し、これをシードにして、ゲート下部の活性化領域で側面成長す
る方法である。
【００６３】
　図１３は、ＭＩＣＣ法による真性多結晶半導体層２０の形成方法を示す概略図である。
図１３に示すように、ＭＩＣＣ法は非晶質シリコン１０と金属触媒３０との間に無機質の
キャップレイヤ４０を形成して、半導体層に浸透する金属触媒３０の大きさを制限する方
法である。この方法によれば、金属触媒３０による汚染を減らし、均一な大きさを有する
結晶粒からなった真性多結晶半導体層２０を製作できる。この場合、無機質のキャップレ
イヤ４０は、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）または酸化珪素（ＳｉＯ２）からなることができ
る。
【００６４】
　上記のような結晶化方法によって、形成された真性多結晶半導体層２０は、非晶質シリ
コンに比べて電流移動度に優れ、信頼性に優れた特性を持つようになる。
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【００６５】
　図１４は、真性多結晶半導体層が使用された第１容量性素子Ｃｓｔを含む有機発光表示
装置の実施形態を示した説明図である。図１４に示すように、外部から流入される水分と
酸素とによって、特性が劣化されることを防止するため、下部基板５０と上部封止基板６
０との間にシーラント７０を形成する。また、内部に流入した酸素または水分を吸収する
ために吸湿剤を使うことができる。
【００６６】
　シーラント７０は、各種接合部や分かれた透き間に対する水密、気密を維持するために
充填され、弾性を有する物質からなることができる。シーラント７０の材料としては、シ
リコン系（湿気硬化型）及びアクリル系（乾燥硬化型）を含む１成分型と、変成シリコン
系、ポリスルフィド系、及びポリウレタン系（反応硬化型）を含む２成分型を用いること
ができる。ここで、１成分型はカートリッジのように硬化剤とベースポリマーとが既に一
つの容器に混合されていて現場で直ちに使うことができるように包装された製品のことを
言い、２成分型は硬化剤とベースポリマーが別途の容器に包装されていて、使用直前に混
合して使う製品をいう。
【００６７】
　図１５は、真性多結晶半導体層が使われた第１容量性素子Ｃｓｔを含む有機発光表示装
置の他の実施例を示したものである。この有機発光表示装置は、シリコン酸化物（ＳｉＯ

２）が主成分からなるフリット８０によって密封される。この場合、フリット８０はシリ
コン酸化物、転移金属と共に低い転移温度（ＣＴＥ）を有するフィラーを含有できる。ま
た、フリット８０は低温で局部的にレーザーを照射して密封するレーザー密封フリット方
法によって形成できる。このような方法によって、有機発光素子に温度ダメージを最少化
でき、完全な密封によって、有機発光表示装置内に汚染物が流入されることを事前に防止
することができる。
【００６８】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明は、有機電界発光素子、トランジスタ、及び容量性素子からなる画素回路を有す
る、有機発光表示装置に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】従来の有機発光表示装置の画素回路を示す回路図である。
【図２】従来の有機発光表示装置のキャパシタを形成する工程を説明する工程断面図であ
り、基板上にバッファ層、ポリシリコン層、及びゲート絶縁膜を形成した後の図である。
【図３】従来の有機発光表示装置のキャパシタを形成する工程を説明する工程断面図であ
り、駆動トランジスタ上にフォトレジスト層を形成してからＮ型不純物を基板全面にドー
ピングする際の図である。
【図４】従来の有機発光表示装置のキャパシタを形成する工程を説明する工程断面図であ
り、ゲート電極が形成された後にＬＤＤ工程を実施する際の図である。
【図５】従来の有機発光表示装置のキャパシタを形成する工程を説明する工程断面図であ
り、キャパシタ上にフォトレジストを形成し、全面にＰ型不純物をドーピングする際の図
である。
【図６】本実施の形態による有機発光表示装置の画素回路を示す回路図である。
【図７】本実施の形態による真性多結晶半導体電極を一端に採用した容量性素子を示す説
明図である。
【図８】本実施の形態による真性多結晶半導体層を一端の電極として使うキャパシタを用
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ある。
【図９】ＥＬＡ法による真性多結晶半導体層の形成方法を示す説明図である。
【図１０】ＳＰＣ法による真性多結晶半導体層の形成方法を示す説明図である。
【図１１】ＭＩＣ法による真性多結晶半導体層の形成方法を示す説明図である。
【図１２】ＭＩＬＣ法による真性多結晶半導体層の形成方法を示す説明図である。
【図１３】ＭＩＣＣ法による真性多結晶半導体層の形成方法を示す説明図である。
【図１４】本実施の形態において、真性多結晶半導体層が使用された容量性素子を含む有
機発光表示装置を示した説明図である。
【図１５】本実施の形態において、真性多結晶半導体層が使用された容量性素子を含む有
機発光表示装置の他の例を示した説明図である。
【符号の説明】
【００７１】
　Ｃｓｔ　　　第１容量性素子
　Ｃ１２　　　第２容量性素子
　ＯＬＥＤ　　有機電界発光素子
　　Ｔ１　　　第１トランジスタ
　　Ｔ２　　　第２トランジスタ
　　Ｔ３　　　第３トランジスタ
　　Ｔ４　　　第４トランジスタ
　　Ｔ５　　　第５トランジスタ
　　Ｔ６　　　第６トランジスタ
　ＶＤＤ　　　第１電源電圧
　ＶＳＳ　　　第１電源電圧
　Ｖｉｎｉｔ　初期化電圧
　ＤＡＴＡ（ｍ）データライン
　ＥＭ（ｎ）　　発光制御ライン
　ＳＣＡＮ（ｎ）スキャンライン
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要解决的问题：提供有机发光显示装置，允许减少处理时间和成本。ΣSOLUTION：有机发光显示装置包括数据线，扫描线，第一
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